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１．概要（Summary） 

我々は SOT-MRAM デバイスの要素技術開発のため、

NPF の装置を利用した開発を行っている。目的とする要

素技術開発の中の一つである成膜技術に着目し、本稿

ではリフトオフによる電極膜パターニングのプロセスの開

発について報告する。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置、マスクレス露光装置、電界

放出形走査電子顕微鏡(S4800)、スピンコーター 

 

【実験方法】 

3 インチφ径の熱酸化膜基板上にポジ型フォトレジスト

(以下PR)をスピンコーターにて膜厚 2.2 mで塗布した。

次にマスクレス露光装置にて線幅 1.5, 2.0, 3.0 m幅の

トレンチを PRに形成した（ドラフト内にてベーク、現像）。 

トレンチへの電極膜の埋め込みは電子ビーム真空蒸着装

置を用いた。電極膜の構成は、下から Cr 5/ Au 75 [nm]

とした。成膜後、有機溶剤超音波洗浄によりリフトオフを行

い、乾燥後、電極膜の膜厚を触針式段差計にて測定した。

平面部分での膜厚に対するトレンチ内の相対膜厚をトレ

ンチのアスペクト比（深さ/幅）依存性として評価し、電子ビ

ーム真空蒸着装置の埋め込み性能を見積もった。 

・成膜条件： 到達圧力 1.8×10-5 Pa, 成膜速度 Cr 1 

Å/sec. Au 3 Å/sec. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に PR に形成したトレンチの平面 SEM 像を示

す。(a) 1.5 m幅, (b) 2.0 m幅, (c) 3.0 m幅トレンチ

がきれいに解像されていることがわかる。 

Fig. 2に相対膜厚のトレンチアスペクト比依存性を示す。

パラメータはオリフラからの距離：42, 35, 28 mm (それぞ

れ pos_42 mm, pos_35 mm, pos_28 mm)である。平面

部に対するトレンチ内の膜厚のアスペクト比依存性は小さ

く、アスペクト比 1.4でも相対膜厚～1である。約 1.5以下

のアスペクト比においては真空蒸着を用いることで成膜膜

厚とほぼ等量の電極膜をトレンチ内部に形成することがで

きる。なお、1 よりも大きな値は段差計の測定誤差に起因

していると考えられる。 

Fig. 1. Plain view SEM observation of trench. 

Fig. 2. Relative thickness as a function of trench 

aspect ratio. 
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